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近年、半導体単層カーボンナノチューブ(S-SWNTs)および n 型 Si を用いた(S-SWNTs/n-Si)ヘテ

ロ接合型太陽電池作製に関する報告がが多く報告されており 1-5)、エネルギー変換効率の値は向上

しているものの、同デバイスの最適化された材料の組み合わせ、S-SWNTs 膜のモルフォロジー、

ヘテロ接合界面の状態と太陽電池特性の関係は依然として不明のままである。 

本研究では、S-SWNTs 膜のモルフォロジー（成膜法）、ヘテロ接合界面状態、デバイス構造が

太陽電池特性に与える影響を明らかにすることを目的として実験を行った。 

エタノール中に分散させた SWNTs(CoMoCAT 法)を用いてニトロセルロースフィルター上に

SWNTs 膜を作製し、フィルターを電極を着けた Si 基板上に載せたのち、Si 基板をアセトンに浸

すことによりニトロセルロースフィルターのみを溶かし，S-SWNTs薄膜を Si基板に転写（フィル

ター法）することによりデバイスを作製した。Fig.１に本研究で用いたボトムコンタクト型のデバ

イス構造の概略図を示す。Fig.2 にフィルター法により作成した SWNTs 膜のＳＥＭ像を示す。二

次元的でランダムな構造をとっていることがわかる。同セルの太陽電池特性は Jsc=-8.95(mA/cm
2
), 

Voc=0.379(V), FF=0.363, PCE=1.23(%)であった。本講演では、SWNTsのモルフォロジー、デバイス

構造、ヘテロ接合界面状態と太陽電池特性について系統的に調べた結果について報告する。 

 

Figure1. 本研究で用いたデバイス構造の概略図 

 

Figure2. フィルター法により作成した SWNTs膜の SEM像  
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